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I. Visdo geral de nanotubos de carbono e grafeno

Uma breve histéria do nanotubos de carbono e grafeno. Sintese de nanotubos e
de grafeno. Técnicas de caracterizagao.

Il. Elétrons em sdlidos: uma introdugdo basica

A mecanica quantica dos elétrons em sélidos. Um elétron no espacgo vazio. Um
elétron em um sélido finito vazio. Um elétron em um soélido periddico: modelo
de Kronig-Penney. Estrutura basica de cristal de sélidos. Estrutura bdsica de um
solido cristalino. A rede Bravais.

lll. Grafeno

A rede direta e reciproca. Estrutura de banda eletrénica. Dispersdo de energia
tight-binding. Dispersao linear de energia e densidade de portadores. Nanofitas
de grafeno.

IV. Nanotubos de carbono

Quiralidade: um conceito para descrever nanotubos. Zona de Brillouin do
nanotubo de carbono. Estrutura de banda e a derivagdao da banda proibida.
Limitacdo do formalismo tight-binding.

V. Propriedades de nanotubos de carbono

Densidade de estado para elétrons livres em uma dimensdo. Densidade de estado
nanotubo zigzag, armchair e quiral e densidade de estados universal para os
nanotubos de carbono semicondutores. Velocidade de grupo. Massa efetiva.
Densidade de portadores. Condutancia quantica. Condutancia quantica de
nanotubos de carbono de parede multipla. Capacitancia quantica do grafeno.
Capacitancia quantica de nanotubos de carbono metalicos. Capacitancia
guantica de nanotubos de carbono semicondutores. Indutancia cinética de
nanotubos de carbono metalicos. Condutancia quantica.

VI. Interconexoes de nanotubos de carbono

Espalhamento de elétrons. Modelo de resisténcia para nanotubo de carbono de
parede simples de baixo campo. Modelo de resisténcia para nanotubo de carbono
de parede simples de alto campo e densidade de corrente. Modelo de
interconexdo de linha de transmissdo. Modo de transmissdo em linha com perdas
nanotubo de carbono.
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VII. Transistores de nanotubos de carbono de efeito de campo

(CNFET)

Geometria do dispositivo nanotubos de carbono de efeito de campo. Teoria
balistica para contatos 6hmicos em nanotubos de carbono. Parametros de
desempenho balistico CNFET. Diferenca entre convencionais 2D MOSFETs e
FETs 1D balisticos.

VIII. Aplicagdes de nanotubos de carbono e grafeno

Dispositivos eletronicos. Dispositivos fotonicos passivos de THz e dtica.
Sensores quimicos e biossensores.
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